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原子数層で構成される二次元ナノシート材料は、表面積が大きく、特異な電子状態を持つこ

とから、触媒や電子デバイスなど様々な分野に応用が期待されている。また、二次元物質を層

状に積み重ねることにより、新しい物性が示されることも報告されている。[1]このような背景か

ら、本研究ではこれまでにない新しい二次元物質を創出させることを目的とした。本研究では、

ホウ素と硫黄で構成される二次元物質の合成を行った。まず文献[2]で報告されている手順に基

づいて、層状物質である菱面体硫化ホウ素(r-BS)を合成した。具体的には、アモルファスホウ素

と硫黄の混合物を高圧条件下(3-7 GPa)で 1473 ℃以上に加熱することで合成を行った。合成し

た r-BS をスコッチテープで剥離することで、新規二次元物質を生成した。合成した r-BS と剥

離した r-BS ナノシートについて、X 線回折、X 線光電子分光、ラマン散乱、走査電子顕微鏡、

エネルギー分散型 X 線分光、原子間力顕微鏡、カソードルミネッセンスなどの測定を行った。

Fig. 1は剥離前の r-BSの TEM像であるが、剥離前であっても原子数層の厚さを持つ部分がある

ことが観察され、この物質が層状物質であることが裏付けられた。また、この部位からも明確

な r-BSに対応する結晶構造が回折パターンにより示された。5.5 GPa、1600 ℃で反応させるこ

とで r-BS が単相で合成できることが

明らかとなり、スコッチテープ法で層

状物質が数枚の厚さで構成されるシ

ート状の物質に剥離できることがわ

かった。 
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Fig. 1 Typical TEM image of synthesized r-BS (left). The 

corresponding diffraction pattern obtained during TEM 

observation. 
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